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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の金属配線層と、
　前記第一の金属配線層の上に、絶縁膜を介して形成された、第二の金属配線層からなる
とともに前記第一の金属配線層に接続された第一の電極および、前記第一の電極を囲んで
配置された、第二の金属配線層からなる第二の電極と、
　前記第一および第二の電極の上に配置された感湿膜とからなる単位セルを複数並べた湿
度センサ。
【請求項２】
　前記単位セルが半導体基板上に配置されていることを特徴とする請求項１記載の湿度セ
ンサ。
【請求項３】
　前記単位セルは、保護膜として、シリコン窒化膜を有することを特徴とする請求項１ま
たは２記載の湿度センサ。
【請求項４】
　前記第二の金属配線層からなる前記第一および第二の電極の下に窒素の含有量が原子量
で１０％未満であるバリア層であるバリア・メタルを有する請求項１乃至３のいずれか1
項に記載の湿度センサ。
【請求項５】
　前記単位セルごとに容量を読み出すことができる請求項１記載の湿度センサ
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【請求項６】
　請求項１に記載された湿度センサと信号処理回路を含む集積回路とをおなじ半導体基板
上に配置した半導体装置。
【請求項７】
　さらに保護膜としてシリコン窒化膜を有することを特徴とする請求項6記載の半導体装
置。
【請求項８】
　前記シリコン窒化膜は集積回路上で厚く、湿度センサ上では薄い請求項７記載の半導体
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、半導体湿度センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の容量式湿度センサとしては、図５に示されるような回路が知られていた（例えば
、特許文献１参照。）。
【０００３】
　基板上に電極が櫛歯状に形成されている。その上に、湿度によって比誘電率が変化する
感湿膜を塗布する。これによって、櫛歯状の電極間に感湿膜が入り込む。２１及び２２の
電極間の容量値は、電極の間隔をdH、電極の対向する面積をＳ、電極間の感湿膜の比誘電
率をεH、真空の誘電率をε0とすれば、およそ（１）式で与えられる。
【０００４】

【数１】

　湿度によって、上記電極間の感湿膜の比誘電率εHが変化するので、２１及び２２の電
極間の容量値Cが変化し、容量値Ｃを測定することで、湿度を測定することが可能である
。
【０００５】
　また、図５と同様な回路で、抵抗式湿度センサが知られていた（例えば、特許文献２参
照。）。抵抗式湿度センサは、前述の湿度によって比誘電率が変化する感湿膜の換わりに
、湿度によって抵抗率が変化する感湿膜を電極２１及び２２の上（電極２１及び２２の間
）に塗布する。その場合、湿度によって、電極２１と２２の間の抵抗値が変化するため、
抵抗値を測定することで、湿度を測定することが可能である。
【特許文献１】特開2003-156464号公報（第1図）
【特許文献２】特開平8-145932号公報（第1図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の湿度センサでは、感湿膜と電極及び基板との密着性が悪く、感湿膜が剥がれやす
いという課題があった。また、微小領域の湿度の分布を測定することができないという課
題があった。
【０００７】
　そこで、この発明の目的は従来のこのような課題を解決するために、感湿膜と電極及び
基板との密着性に優れ、また、微小領域の湿度の分布を正確に測定することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本願発明にかかる湿度センサは、電極構造をアイランド状の単位セルを複数格子状に配
列した。
【発明の効果】
【０００９】
　本願発明にかかる湿度センサは、感湿膜の密着性に優れ、信頼性を向上させることが出
来るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　上記課題を解決するために、この発明では湿度センサの電極構造を新規な構成とした。
以下実施例で具体的に詳述する。
【実施例１】
【００１１】
　以下に、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の第一の実施例を
示す湿度センサの電極である。複数の独立したアイランド状の電極１１を囲う構造となっ
ている。図１の電極は、基本となる単位セルを、５×５個格子状に配置している。
【００１２】
　図２の（Ａ）に電極の単位セルを（Ｂ）にその断面図（図2（Ａ）のＡ－Ｂ間）を示す
。図２（Ａ）において、第一の電極１１と、電極１１を囲うように形成された第二の電極
１２があり、前記第一の電極１１と第二の電極１２の間には、感湿膜があり、電極１１と
１２の間の静電容量値または抵抗値を測定することで、湿度を測定することができる。図
２（Ｂ）の断面図において、基板１６（例えば半導体）の上に、絶縁膜１４Ａがあり、そ
の上に、第一の金属配線層１０があり、その上に絶縁膜１４Ｂがあり、その上に、第二の
金属配線層で形成された電極１１と１２があり、その電極の表面には電極を保護するため
の保護膜１３（例えば、窒化膜）があり、その上に、感湿膜１５がある。第二の金属配線
層で形成された第一の電極１１は、絶縁膜１４Ｂに形成された貫通孔によって、第一の金
属配線層に接続されている。
【００１３】
　図１の全ての単位セルの電極１１を同一の第一の金属配線層に接続すれば、その第一の
金属配線層と第二の金属配線層で形成された電極１２との静電容量値または抵抗値を測定
することで、湿度を測定することが可能である。
【００１４】
　さて、本発明の湿度センサでは、電極構造を図１に示す形状としたため、感湿膜と電極
との密着性が従来に比較して、大きく向上させることができた。従来の図５に示す構造で
は、横方向に櫛歯電極が形成されており、その櫛歯の方向に対して、感湿膜が剥がれやす
かったが、本発明では、単位ユニットが、図２に示すように、アイランド状の電極１１と
、それを囲むように形成された電極１２とからなり、アイランド状の電極１１を４方向囲
むように感湿膜１５が入り込むため、櫛歯電極における櫛歯の方向のように、ある方向に
対する密着性が悪くなるということなく、信頼性の高い湿度センサを得ることができる。
【００１５】
　また単位セルの形状として、図２では、四角形の電極１１と、電極１１を囲む四角形の
電極１２を示したが、図３（Ａ）または（Ｂ）に示すような凹凸のある多角形の電極３１
とそれを囲む凹凸のある多角形の電極３２としても、図２の場合と同様に電極と感湿膜と
の密着性を向上させることが可能である。
【実施例２】
【００１６】
　実施例１では、単位セルの電極１１を同一の第一の金属配線層に接続することを例とし
たが、図１のように、単位セルを複数個配置した場合、その単位セル毎の静電容量値また
は抵抗値を測定することで、その単位セルが存在する領域の局所的な微小領域の湿度を測
定することができる。このようにすることで、湿度センサ上の湿度の分布を測定すること
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ができる。
【００１７】
　単位セルの大きさ（面積）は、半導体プロセスによるフォトリソ工程を使用すれば、数
μm□～数１０μm□程度まで、小型化することが可能である。逆に、大きい単位セルの面
積としては半導体のウエハー面積で制限されるため、６inchのウエハー径であれば、２５
ｍｍ□程度まで可能である。
【実施例３】
【００１８】
　半導体基板上に湿度センサを形成すると同時に、信号処理回路を集積化することで、湿
度センサが1チップに組み込まれた半導体集積回路を作製することが可能である。
【００１９】
　半導体基板上の集積回路には一般に、保護膜として厚い１μm 程度の窒化膜がつけられ
る。その窒化膜はCVD（Chemical　Vapor　Deposition）装置によって、半導体基板一面に
つけられる。集積回路と湿度センサの電極を集積化した場合、保護膜としての厚い１μm 
程度の窒化膜が、湿度センサの電極の上にもつくことになる。しかしながら、厚い窒化膜
をつけた場合、図２における、電極１１と電極１２の間の容量値Cは、感湿膜の容量値をC

H、窒化膜の容量値をCNとすると、CHとCNの直列接続容量の値となり（２）式となる。
【００２０】
【数２】

　但し、
【００２１】
【数３】

である。ここで、ε0は真空の誘電率であり、εHは感湿膜の比誘電率であり、εNは窒化
膜の比誘電率であり、Sは電極１１と電極１２の対向面積であり、dHは電極１１と電極１
２間に存在する感湿膜の厚さであり、dNは電極１１及び１２の表面の窒化膜の厚さである
。窒化膜の厚さdNが十分に薄ければ、CH≪CNとなり（２）式は、（１）式とほぼ等しくな
る。（２）式から明らかなように、窒化膜の厚さdNが薄いほうが、湿度に対する電極間の
容量値の変化が大きくなる。
【００２２】
　従って、図２における保護膜は、薄いほうが望ましい。そのため、一度厚い窒化膜をつ
けてから、電極部分は、その厚い窒化膜を除去（エッチング）して、再度薄い窒化膜をつ
ける必要がある。
【００２３】
　一方、実施例１の図２の断面図（Ｂ）では、金属配線層の下に、バリア層（以下バリア
・メタルと記載する）を記載していないが、一般に半導体プロセスでは、金属配線層の下
地の絶縁膜との密着性を向上させるために、バリア・メタルをつける。バリア・メタルと
しては、窒化チタン（TiN）や窒化タンタル（TaN）が知られている。
【００２４】
　窒素の含有量が多い金属をバリア・メタルとした場合、厚い窒化膜を除去する際に、図
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下地の絶縁膜１４Bとの密着性が悪化して、金属配線層１２が剥がれやすくなる。例えば
、TiNでは、原子量でチタンと窒素の含有量が1：1であり、バリア・メタル１７も、厚い
窒化膜を除去する際に同時にエッチングされてしまう。一方、窒素の含有量が少ない（原
子量で窒素の含有量が10％以下の）金属をバリア・メタルとした場合は、図４（Ｂ）に示
すように、厚い窒化膜を除去する際に、バリア・メタル１７はほとんどエッチングされず
、金属配線層１２と下地の絶縁膜１４Bとの密着性は損なわれない。
【００２５】
　以上図１では、基本となる単位セルを、５×５個格子状に配置したが、本発明に、その
数は関係なく、複数個の単位ユニットを並べることで、同様の効果が得られることは、明
白である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第一の実施例における湿度センサの電極
【図２】本発明の第一の実施例における電極単位セル
【図３】本発明の別の実施例における電極単位セル
【図４】厚い窒化膜除去後の電極の断面図
【図５】従来の湿度センサの電極
【符号の説明】
【００２７】
　　１０　　　　第一の金属配線層
　　１１　　　　第二の金属配線層で形成された第一の電極
　　１２　　　　第二の金属配線層で形成された第二の電極
　　１３　　　　保護膜
　　１４Ａ，Ｂ　絶縁膜　
　　１５　　　　感湿膜
　　１７　　　　バリア・メタル
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